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Vir forskningsverksamhet ir inriktad pa
elektroniska detektionssystem fér hilso-
omridet. Just nu studerar vi en helt ny
typ av sensor, kallad NW-IGBA (Nano
Wire Ion Gated Bipolar Amplifier).
Sensorn integreras i ett biochip for se-
lektiv detektering av joner och laddade
molekyler 1 elektrolyter. Den kommer
att optimeras for extremt hog kinslig-
het, hégt signal-brusférhillande och
korta svarstider. Forskningsarbetet for-
vintas generera virdefulla kunskaper for
tillimpningar rérande tidiga sjukdoms-
diagnoser, analyser av biologiska och
kemiska processer, samt Gvervakning av

miljs- och livsmedelskvalitet.

Forstklassig mikroelektronikforskning
Den industriella verksamheten i Sverige
kinnetecknas av en hdg konkurrenskraft
nir det giller avancerade system i sma
volymer. Runt 100000 sidana system
tillverkas arligen. I detta ingir instru-
mentering for tillimpningar inom bio-
medicin och livsmedelsteknik. En viktig
férutsittning for dessa framgingar ir
Sveriges forstklassiga forskning inom
mikroelektronik.

Utvecklingen av instrumentering fr
bioelektronik férlitar sig i allt hogre grad
pé den langt drivna halvledartillverkning-
en. Ett aktuellt exempel pa detta utgsr
det amerikanska foretaget Ion Torrents
framgingsrika kommersialisering av en
CMOS-baserad sensor for studium av
gensekvensering, forst beskriven 1 tid-
skriften Nature ar 201 1. Med hjilp av
en teknik for sekventiella biokemniska

Virdefull teknologi for livsvetenskaplig forskning.

EHT = 5.00kV Signal A= InLens 4Dec 2014

Dr Zhangs grupp (oversta bilden) har forskat fram

Nano-Wire-matriser med kontakiplattor som dr

under 10 nm. Detta gors med stod fran SSE

reaktioner kan de vid sekvenseringen fri-
slippta protonerna detekteras i form av
indringar i ytpotentialen hos sensorns
filteffekttransistor (FET). Potential-
indringen tillférs sedan det elektroniska
analyssystemet via transistorstrommen.
Ion Torrents sensor ir siledes av typen
jonkdnslig falteffekttransistor (Ion Sen-
sitive FET).

Det nya NW-IGBA-konceptet som
vi tagit fram bygger pa en hogkinslig
NW-baserad ISFET med mycket goda

brusegenskaper.

Sensorytan utgérs ay tatt liggande

Elektronik for halsan

laddningskinsliga kanaler framstillda
med hjilp av nanotridar i kisel. Signalen
frin kanalerna gir direkt in 1 en integre-
rad bipolir foérstirkare pa sidant sitt att
ISFET-signalen blir forstirkt redan
innan den hunnit paverkas av elektriska
stérningar och brus. Resultatet ir ett
kompakt, hogkinsligt biochipsystem
med snabba svarstider och minimal

bruskinslighet.

Kan produceras direkt

Vart NW-IGBA-koncept ir helt kom-
patibelt med existerande halvledartill-
verkning. Det gor att biosensorn kan
integreras direkt med den utlisnings-
och datahanteringselektronik som ocksa
finns pa chippet. D3 kan hela biosensor-
systemet produceras direkt och i stor
skala hos nigon av virldens halvledar-
tillverkare.

Framtagandet av ett avancerat sensor-
system som vart maste féregis av ett
intensivt forskningsarbete kring de bio-
molekylira och elektroniska delarna s3
att de kan fungera som en enhet. Milet
ar dels att kunna utf6ra dagens biomo-
lekylira analyser med en avsevirt redu-
cerad provberedningsinsats, dels att m&j-
ligg6ra sddana biosensortillimpningar
som hittills varit svira eller nistan oméj-
liga att genomfora pa ett tidsmissigt och
ekonomiskt rimligt sitt. Projektet dr sant
tvirvetenskapligt, eftersom det greppar
6ver omriden som biomedicinsk tekno-
logi, elektronik, halvledarteknologi, yt-
kemi, medicin och livsmedelsteknologi.

Zhen Zhang

Zhen Zbang pi laboratoriet dir ban och

hans forskargrupp utvecklar en belt ny typ av
sensor, kallad NW-IGBA (Nano Wire Ion
Gated Bipolar Amplifier).
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